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Résumé

Les dispositifs a transtert de charge (CCD: charge coupled device) ont trouvé des applications
dans le domaine de la physique énergétique comme une base de détection de particules
(transducteurs). A cause de leurs haute précision et haute résolution les CCD seront utilisés
comme détecteurs de particules dans les accélérateurs linéaires de haute énergie. Dans leur
opération, ils sont soumis aux effets des particules. ce qui entraine la dégradation de leur
performance. Ce travail est une étude par simulation des effets des piéges créds par les
radiations sur les circuits a transtert de charge d une structure BCCD (Burried charge coupled
device) a base de Silicium. L'étude est faite en deux volets ; le premier volet est une étude
analytique monodimensionnelle. et le deuxiéme, un programme développé en utilisant la
méthode des différences finies pour la résolution numérique bidimensionnelle. Ce travail
consiste en une ¢tude du comportement du profil de potentiel et du transfert de signal de
paquet de charge en fonction de I'épaisseur d’oxyde a 'interface, la densité de dopage et la
polarisation en absence et en présence des piéges. Les résultats obtenus analytiquement et
numériquement sont en général en bon accord avec les résultats monodimensionnel
expérimentaux et montre que le profil de potentiel est varie par la variation de I'épaisseur
d’oxyde, le dopage, et la quantité de paquet de charge et aussi I’existence des pieges.

ABSTRACT

The charge coupled devices (CCD) is used as sensors for tracking application in high energy
physics. For their high precision and high resolution. CCDs will be used in the future linear
collider. During their operation, CCDs will be subjected to high particle tluences, which will
lead to the degradation of their performance. This work is a simulation study of the effect of
traps created by irradiation on a silicon buried charge coupled device (BCCD). To methods
were used in this study. The first one is a one dimensional analytical simulation. In the
second. one the finite difference method is used for two dimensions of simulation. The
potential profile and the signal charge pocket transfer as a function of the length of the oxide
interface, the doping density and the applied voltage in the absence and presence of traps were
calculated. The obtained results by analytical and numerical calculation are in a good
agreement with experimental one dimensional result, and this results show that the potential
are varied if the dioxide thickness, the doping. and the packet charge are varied.
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